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AA B = Maximum height FF
BB Target thickness of the ground blank

CC C = Minimum height

DD Thickness of the rough blank

EE Median plane of the scanned surface
FF  Support plane

(57) Abstract: The invention relates to a wafer made of polycrystalline SiC that has a preferred crystal orientation, this wafer being
characterised in that, on each of the faces thereof: (i) the C422 texture coefficient thereof is less than 40%; and (ii) the Cyp9 + Cypo +
Cy00 texture coefficient thereof is greater than 50% and preferably greater than 80%. This wafer can be produced by means of a CVD
method. The thus-obtained rough blank can be thinned by means of grinding and polishing. The flatness, electrical conductivity and
thermal conductivity thereof, which are important properties for a microelectronic substrate, can be improved by heat treatment.

(57) Abrégé : Plaque en SiC polycristallin présentant une orientation cristalline préférentielle, ladite plaque étant caractérisée en ce
que sur chacune de ses faces : (i) son coefficient de texture C422 est inférieur a 40 %, et 5 (ii) son coefficient de texture Ca29 + Capo
+ Cypp est supérieur a 50 %, et de préférence supérieur a 80 %. Cette plaque peut étre fabriquée par un procédé de CVD. L'ébauche
brute ainsi obtenue peut étre amincie par rectification et polissage. Sa planéité, sa conductivité électrique et sa conductivité thermique,
qui sont des propriétés importantes en vue d'une utilisation comme 10 substrat en microélectronique, peuvent étre ameéliorées par un
O traitement thermique.

2024/176122 A 1 |0 00000 0 00O O

[Suite sur la page suivante]



WO 20247176122 A | [0V IDE 0000 00 0 T

MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA,
NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO,
RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS,
ZA,ZM, ZW.

(84) Etats désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection régionale disponible) : ARIPO (BW, CV, GH,
GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,DE, DK,
EE, ES, FL, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CIL, CM, GA, GN, GQ,
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

— en noir et blanc ; la demande internationale telle que
déposée était en couleur ou en échelle de gris et est
disponible sur PATENTSCOPE pour téléchargement.



